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  現在、第三世代の放射光光源の次世代光源として線形加速器をベースとした ERL

型放射光源が世界各地で検討されている。この方式では、電子銃で作った短バンチ・

低エミッタンス電子ビームを高エネルギーまで加速することで断熱的にエミッタンスを

10pm・rad まで減少させることで、硬 X 線領域で高空間干渉光生成すると同時に 100

フェムト秒長の短パルス X 線（X 線自由電子レーザーと違い時間干渉性と言う特徴は

は持たない）を利用することを目指している。  

一方、第三世代を始めとする蓄積リング型の放射光光源では、ｒｆ加速と SR 放射を

利用してエミッタンスを低減させる。そのため、その下限値は蓄積リングの大きさ、電子

ビームのエネルギー、ラティスの構造およびその数によって決まる。 第三世代の放射

光光源では、DBA や TBA と呼ばれるラティス構造が用いられ、これらはいずれも

MBA(Multi Bend Achromatic lattice)と呼ばれるラティス構造群に入るもので、得られる

エミッタンスには、電子ビームの二乗に比例し偏向電磁石の数の三乗に反比例するス

ケーリング則が成り立つ。一例として、SPring-8 の蓄積リングを Ten Bend Achromatic 

latticeに改造した場合(Spring-8Ⅱ)のオプティックスと主要パラメータをfigure1とtable1

に示す。プレリミナリーな結果として、６ＧｅＶでナチュラルエミッタンスが 83pm・

rad,100%カップリングで 6GeV で 40pm・rad、4GeV で 20pm・rad と現在の放射光リング

の１００分の１程度の、硬 X 線領域で高空間干渉性が実現できる水準に計算上到達す

る。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ここでは、蓄積リング型放射光光源でどの程度までエミッタンスを下げることができる

か、またその実現にはどのような課題および問題があるのかについて報告する。 

      


